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В последние годы большое внимание ученых во всем мире посвящено исследованиям в области органической электроники. При этом важной задачей для успешного развития этого направления является разработка взаимно совместимых электронных компонентов устройств, в том числе органических элементов памяти [1]. Значительный прогресс в этой области может быть достигнут при использовании в качестве элементов памяти фотопереключаемых органических полевых транзисторов с фоточувствительным рецепторным слоем на основе фотохромных соединений, интегрированных на границе между диэлектрическим и полупроводниковым слоями устройств [2]. Известно, что основная плотность носителей зарядов в работающем полевом транзисторе локализована вблизи границы полупроводник/диэлектрик. Поэтому изменение структуры и электрических свойств этой границы под действием света должно значительно влиять на характеристики полевых транзисторов, обеспечивая интенсивный фотоотклик Однако для создания устройств памяти с заданными характеристиками необходимо понимание взаимосвязи между молекулярной структурой рецепторных фотохромных материалов и электрическими характеристиками фотопереключаемых органических полевых транзисторов.
Мы провели систематическое исследование влияния серии фотохромных бензотиенильных дигетарилэтенов с различными по своим электронным свойствам заместителями на характеристики устройств памяти.  Проведенные исследования позволили выявить корреляции между свойствами фоточувствительных материалов и различными параметрами работы устройств памяти, такими как коэффициенты переключения устройств, ширина окна памяти, рабочие напряжения, а также скорость переключения и надежность работы элементов памяти в режиме циклической записи, чтения и стирания информации. Показано, что даже незначительные различия в молекулярной структуре фотохромных материалов могут вызвать существенные изменения электрических характеристик запоминающих устройств [3]. Например, было показано, что наличие в структуре фотохромного материала электронодонорных заместителей в составе фотопереключаемых транзисторов с полупроводниками n-типа способствует повышению эффектов фотоотклика транзисторов (увеличению скорости переключения и ширины окна памяти), в то же время долговременная стабильность дискретных состояний устройств может снижаться. Предложен механизм фотопереключения элементов памяти на основе разработанных устройств.
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